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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板を処理するための処理装置であって、
　前記半導体基板が中で処理される処理チャンバと、
　前記処理チャンバと流体連絡し、前記処理チャンバ内にプロセスガスを供給するように
適合されたプロセスガス源と、
　前記処理チャンバ内で前記プロセスガスをプラズマ状態に励起するように適合されたＲ
Ｆエネルギー源と、
　前記半導体基板の前記処理中にプロセスガスおよび副生成物を前記処理チャンバから排
気するように適合された真空源と、
　静電チャックアセンブリと、を備え、
　前記静電チャックアセンブリが、
　　静電クランプ（ＥＳＣ）電極、および前記ＥＳＣ電極の下にある少なくとも１つのＲ
Ｆ電極を含むセラミック材料層であって、前記少なくとも１つのＲＦ電極および前記ＥＳ
Ｃ電極が、前記セラミック材料層内に埋め込まれたセラミック材料層と、
　　温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートと、
　　前記セラミック材料層と前記温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートとの間に配設さ
れた接合層であって、前記接合層が、前記温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートを前記
セラミック材料層に接合する接合層と、
　　前記温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートの上面に沿って、前記接合層を通って延
びる少なくとも１つの環状導電性ガスケットであって、前記少なくとも１つの環状導電性
ガスケットが、前記温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートの前記上面を前記ＲＦ電極に
電気的に結合し、
　前記セラミック材料層が、前記半導体基板の前記処理中に前記半導体基板を静電クラン
プするように適合された支持面を含む、処理装置。
【請求項２】
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　請求項１に記載の処理装置であって、
　前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットが、共に前記接合層に延びる
　　外側環状導電性ガスケットと、
　　内側環状導電性ガスケットと、を備え、
　前記内側環状導電性ガスケットが、前記外側環状導電性ガスケットの半径方向内側に配
設される、処理装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の処理装置であって、
　前記セラミック材料層が、その円周に沿って延びるステップ部分を含む、処理装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の処理装置であって、
　前記セラミック材料層が、複数の垂直な導電性ビアを含み、
　前記垂直な導電性ビアが、前記少なくとも１つのＲＦ電極を前記少なくとも１つの環状
導電性ガスケット、または前記セラミック材料層内の環状電気接点に電気的に接続する、
処理装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の処理装置であって、
　前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットが、螺旋ガスケットである、処理装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の処理装置であって、
　（ａ）前記静電チャックアセンブリが、前記半導体基板の下面に伝熱ガスを送給する前
記支持面にある少なくとも１つの出口と、前記少なくとも１つのガス経路に所定の圧力で
伝熱ガスを供給するように動作可能な伝熱ガス源に接続された前記セラミック材料層内の
少なくとも１つのガス経路とをさらに備える、
　（ｂ）前記接合層が、エラストマー材料によって形成される、
　（ｃ）前記静電チャックアセンブリが、リフトピンをさらに備え、前記リフトピンが、
前記静電チャックアセンブリの前記支持面上に前記半導体基板を下降させ、前記静電チャ
ックアセンブリの前記支持面から前記半導体基板を上昇させるように動作可能である、
　（ｄ）前記ＥＳＣ電極が、単極または双極ＥＳＣ電極である、
　（ｅ）前記セラミック材料層が、個別に制御可能な加熱器区域を形成するように動作可
能な複数の個別に制御される加熱器を含む、
　（ｆ）前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットが、セグメント化されたガスケット
を備える
　（ｇ）前記ＥＳＣ電極が、導電性材料のパターンを含む、
　（ｈ）前記少なくとも１つのＲＦ電極が、導電性材料のパターンを含む、
　（ｉ）前記セラミック材料層の下面が、少なくとも１つの円周方向に延びるチャネルを
含み、
　（ｊ）前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットそれぞれの上部が、前記少なくとも
１つの円周方向に延びるチャネルのそれぞれのチャネル内に配設され、
　（ｋ）前記セラミック材料層の前記下面が、外周縁ステップを含み、
　（ｌ）前記外周縁ステップが、前記セラミック材料層の前記下面の外周縁の周りに延び
、
　（ｍ）前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットの環状導電性ガスケットの上部が、
前記外周縁ステップ内に配設される、処理装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の処理装置であって、さらに、
　前記処理装置によって行われるプロセスを制御するように構成された制御システムと、
　前記処理装置の制御のためのプログラム命令を備える非一時的なコンピュータ機械可読
媒体と、を備える、処理装置。
【請求項８】
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　請求項１に記載の処理装置であって、
　前記温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートが、誘電体絶縁材料の上層および誘電体絶
縁材料の外層を含み、
　　前記誘電体絶縁材料が、前記温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートの前記上面に配
設され、前記半導体基板と前記温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートとの間のアークを
減少するように適合され、
　誘電体絶縁材料の前記外層が、前記温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートの外面に配
設され、前記半導体基板と前記温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートとの間のアークを
減少するように適合され、前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットに接触する前記温
度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートの前記上面の領域が、前記誘電体絶縁材料を含まな
い、処理装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の処理装置において半導体基板を処理するための方法であって、
　前記静電チャックアセンブリの前記支持面上に前記半導体基板を支持することと、
　前記プロセスガスを前記プロセスガス源から前記処理チャンバ内に供給することと、
　前記処理チャンバ内で前記プロセスガスをプラズマ状態に励起することと、
　前記処理チャンバ内で前記半導体基板を処理することと
を含む方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法であって、
　前記処理が、前記半導体基板をプラズマエッチングすること、または前記半導体基板上
で堆積プロセスを行うことを含む、方法。
【請求項１１】
　半導体基板を処理するための静電チャックアセンブリであって、
　セラミック材料と、前記セラミック材料内に埋め込まれた少なくとも１つの無線周波数
（ＲＦ）電極とを備える第１の層と、
　温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートと、
　前記第１の層と前記温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートとの間に配設された接合層
と、
　前記温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートの上面に沿って、前記接合層を通って延び
る少なくとも１つの環状導電性ガスケットであって、前記少なくとも１つの環状導電性ガ
スケットが、前記温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートの前記上面を前記少なくとも１
つのＲＦ電極に電気的に結合され、ＲＦ電力が、前記温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレ
ートから前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットを通って前記少なくとも１つのＲＦ
電極に流れる、静電チャックアセンブリ。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の静電チャックアセンブリであって、
　前記第１の層が、静電クランプ（ＥＳＣ）電極を含み、
　前記ＥＳＣ電極が、前記半導体基板を前記第１の層の上面に静電クランプするように構
成され、
　前記少なくとも１つのＲＦ電極が、前記第１の層内に埋め込まれた前記ＥＳＣ電極の下
方に配設され、
　前記接合層が、前記温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートを前記第１の層に接合し、
　前記第１の層が、前記半導体基板の前記処理中に前記半導体基板を静電クランプするよ
うに適合された支持面を含む、静電チャックアセンブリ。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の静電チャックアセンブリであって、
　前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットが、共に前記接合層に延びる外側環状導電
性ガスケットと、内側環状導電性ガスケットと、を備え、
　前記内側環状導電性ガスケットが、前記外側環状導電性ガスケットの半径方向内側に配
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設される、静電チャックアセンブリ。
【請求項１４】
　請求項１２に記載の静電チャックアセンブリであって、
　前記第１の層が、前記第１の層の円周に沿って延びるステップ部分を含む、静電チャッ
クアセンブリ。
【請求項１５】
　請求項１２に記載の静電チャックアセンブリであって、
　前記第１の層が、複数の垂直な導電性ビアを含み、
　前記垂直な導電性ビアが、前記少なくとも１つのＲＦ電極を前記少なくとも１つの環状
導電性ガスケット、または前記第１の層内の環状電気接点に電気的に接続する、静電チャ
ックアセンブリ。
【請求項１６】
　請求項１２に記載の静電チャックアセンブリであって、Ｏリングをさらに備え、
　前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットが、
　　前記第１の層の外径よりも小さく、前記第１の層の前記外径ひく１０ｍｍよりも大き
いか等しい外径を有する導電性材料のバンドによって形成され、保護Ｏリングが、前記導
電性材料のバンドを取り囲む、
　　導電性エポキシ接着剤または導電性シリコーン接着剤から形成され、前記少なくとも
１つの環状導電性ガスケットが、前記温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートを前記第１
の層に接合する、静電チャックアセンブリ。
【請求項１７】
　請求項１２に記載の静電チャックアセンブリであって、
　（ａ）前記静電チャックアセンブリが、前記半導体基板の下面に伝熱ガスを送給する前
記支持面にある少なくとも１つの出口と、前記少なくとも１つのガス経路に所定の圧力で
伝熱ガスを供給するように動作可能な伝熱ガス源に接続された前記第１の層内の少なくと
も１つのガス経路とをさらに備える、
　（ｂ）前記接合層が、エラストマー材料によって形成される、
　（ｃ）前記静電チャックアセンブリが、リフトピンをさらに備え、前記リフトピンが、
前記静電チャックアセンブリの前記支持面上に前記半導体基板を下降させる、および前記
静電チャックアセンブリの前記支持面から前記半導体基板を上昇させるように動作可能で
ある、
　（ｄ）前記ＥＳＣ電極が、単極または双極ＥＳＣ電極である、
　（ｅ）前記第１の層が、個別に制御可能な区域を加熱するように動作可能な複数の個別
に制御される加熱器を含む、
　（ｆ）前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットが、セグメント化されたガスケット
を備える、
　（ｇ）前記ＥＳＣ電極が、導電性材料のパターンを含む、
　（ｈ）前記少なくとも１つのＲＦ電極が、導電性材料のパターンを含む、
　（ｉ）前記第１の層の下面が、少なくとも１つの円周方向に延びるチャネルを含み、
　（ｊ）前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットそれぞれの上部が、前記少なくとも
１つの円周方向に延びるチャネルのそれぞれのチャネル内に配設される、
　（ｋ）前記第１の層の前記下面が、外周縁ステップを含み、
　（ｌ）前記外周縁ステップが、前記第１の層の前記下面の外周縁の周りに延びる、
　（ｍ）前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットの環状導電性ガスケットの上部が、
前記外周縁ステップ内に配設される、静電チャックアセンブリ。
【請求項１８】
　請求項１２に記載の静電チャックアセンブリであって、
　前記温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートが、誘電体絶縁材料の上層および誘電体絶
縁材料の外層を含み、
　前記誘電体絶縁材料が、前記温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートの前記上面に配設
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され、前記半導体基板と前記温度制御式ＲＦ駆動型ベースプレートとの間のアークを減少
するように適合され、前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットに接触する前記温度制
御式のＲＦ駆動型ベースプレートの前記上面の領域が、前記誘電体絶縁材料を含まない、
　　前記誘電体絶縁材料の外層が、前記温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートの外面に
配設され、前記半導体基板と前記温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートとの間のアーク
を減少するように適合された、静電チャックアセンブリ。
【請求項１９】
　請求項１２に記載の静電チャックアセンブリを形成する方法であって、
　前記ＥＳＣ電極および前記少なくとも１つのＲＦ電極を未焼成セラミック材料層の間に
配置することによって、前記ＥＳＣ電極および前記少なくとも１つのＲＦ電極を有する前
記第１の層を形成することと、
　前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットが接合層を通って電気的に延び、前記温度
制御式のＲＦ駆動型ベースプレートの前記上面を前記少なくとも１つのＲＦ電極に電気的
に結合するように、前記接合層を介して温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートの前記上
面に前記第１の層を接合することと、を含む方法。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の方法であって、さらに、
　焼成前に前記未焼成セラミック材料層に穴を開けることと、
　前記開けられた穴に金属ペーストを充填して、前記少なくとも１つのＲＦ電極を前記少
なくとも１つの環状導電性ガスケットに電気的に接続するように適合された複数の垂直な
導電性ビアを形成することと、
　前記垂直な導電性ビアの端部に環状電気接点を形成し、前記複数の垂直な導電性ビアお
よび前記環状電気接点が、前記少なくとも１つのＲＦ電極を前記少なくとも１つの環状導
電性ガスケットに電気的に接続するように適合されること、を含む、方法。
【請求項２１】
　請求項１９に記載の方法であって、
　前記温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートの上面および外面に誘電体絶縁層をコーテ
ィングすることをさらに含み、前記温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートの前記上面の
領域が、前記環状導電性ガスケットに電気的に接続するように適合され、コーティングさ
れない、方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本明細書では、温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートから少なくとも１つの環状導電
性ガスケットを通して少なくとも１つのＲＦ電極にＲＦ電力が均一に供給される、半導体
基板（基板）処理装置の静電チャック（ＥＳＣ）アセンブリの実施形態を開示する。半導
体基板処理装置は、好ましくは、半導体基板が中で処理される半導体基板処理チャンバ（
すなわち真空チャンバ）と、処理チャンバと流体連絡し、プロセスガスを処理チャンバ内
に供給するように適合されたプロセスガス源と、処理チャンバから処理のプロセスガスお
よび副生成物を排気するように適合された真空源とを含む。処理装置は、好ましくは、プ
ラズマ処理装置であり、これはさらに、処理チャンバ内に供給されたプロセスガスを処理
チャンバ内で励起してプラズマ状態にするように適合されたＲＦエネルギー源を含む。ま
た、半導体基板処理装置は、好ましくは、処理装置によって行われるプロセスを制御する
ように構成された制御システムと、処理装置の制御のためのプログラム命令を備える非一
時的なコンピュータ機械可読媒体とを含む。処理チャンバは、半導体基板処理装置のプラ
ズマエッチングチャンバ、化学気相成長チャンバ、プラズマ化学気相成長チャンバ、原子
層堆積チャンバ、プラズマ原子層堆積装置などでよい（それらすべてを本明細書では真空
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チャンバと呼ぶ）。以下の説明では、本発明の実施形態を完全に理解できるように、いく
つかの特定の詳細を記載する。しかし、本発明の実施形態をこれらの特定の詳細のいくつ
かまたはすべてを伴わずに実施することができることが当業者には明らかであろう。なお
、よく知られているプロセス操作は、本明細書で開示される本発明の実施形態を不要に曖
昧にしないように、詳細には説明していない。さらに、本明細書で使用する際、数値に関
して使用されるときの語「約」は、±１０％を表す。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　上側ＥＳＣ電極１１は、導電性材料のパターンを含むことができ、双極または単極ＥＳ
Ｃ電極でよい。一実施形態では、支持面３０は、その外周縁に、０．５～１０ｍｍの外側
環状縁部シールを有することができ、それにより、クランプされた基板は、基板裏面の圧
力と半導体基板処理装置の真空チャンバ内の圧力との間で最大約１００Ｔｏｒｒの圧力差
を維持することが可能である。一実施形態では、支持面３０の外側環状縁部シールは、約
０．５ｍｍ未満でよい。したがって、基板の裏面に供給される伝熱ガスの圧力を維持する
ことができ、それにより、ＥＳＣアセンブリ４０と基板の間の熱伝導率を高める。さらに
、支持面３０は、複数のメサを含むメサパターンを含むことができ、それにより、基板と
支持面３０との間の接触面積を減少させることができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　本発明を、その特定の実施形態を参照して詳細に述べてきたが、添付の特許請求の範囲
の範囲から逸脱することなく様々な変更および修正を施すことができ、均等物を採用する
こともできることが当業者には明らかであろう。
　本発明は、たとえば、以下のような態様で実現することもできる。
適用例１：
　半導体基板を処理するための半導体基板処理装置であって、
　半導体基板が中で処理される処理チャンバと、
　前記処理チャンバと流体連絡し、前記処理チャンバ内にプロセスガスを供給するように
適合されたプロセスガス源と、
　前記処理チャンバ内で前記プロセスガスをプラズマ状態に励起するように適合されたＲ
Ｆエネルギー源と、
　前記処理のプロセスガスおよび副生成物を前記処理チャンバから排気するように適合さ
れた真空源と、
　静電チャックアセンブリと、を備え、
　前記静電チャックアセンブリが、
　　静電クランプ（ＥＳＣ）電極、および前記ＥＳＣ電極の下にある少なくとも１つのＲ
Ｆ電極を含むセラミック材料層と、
　　温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートと、
　　前記温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートの上面に沿って延びる少なくとも１つの
環状導電性ガスケットと、を備え、
　前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットが、前記温度制御式のＲＦ駆動型ベースプ
レートを前記セラミック材料層に接合する接合層を通ってまたはその周囲に延び、前記温
度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートの前記上面を前記ＲＦ電極に電気的に結合し、
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　前記セラミック材料層が、半導体基板処理中に半導体基板を静電クランプするように適
合された支持面を含む、半導体基板処理装置。
適用例２：
　適用例１の処理装置であって、
　前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットが、
　　外側環状導電性ガスケットと、
　　前記外側環状導電性ガスケットの半径方向内側に配設された内側環状導電性ガスケッ
トと、を備える、または、
　前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットが、
　　外側環状導電性ガスケットと、
　　前記外側環状導電性ガスケットの半径方向内側に配設された内側環状導電性ガスケッ
トと、
　　前記外側環状導電性ガスケットと前記内側環状導電性ガスケットとの間に配設された
１つまたは複数の中間環状導電性ガスケットと、を備える、処理装置。
適用例３：
　適用例１の処理装置であって、
　（ａ）前記セラミック材料層が、その上面の外周縁の周りに下側ステップを含む、
　（ｂ）前記セラミック材料層が、その上面の外周縁の周りに下側ステップを含み、前記
少なくとも１つのＲＦ電極が、前記ＥＳＣ電極の下方の内側ＲＦ電極と、前記下側ステッ
プの下にある外側環状ＲＦ電極とを備え、前記内側ＲＦ電極が、第１の環状導電性ガスケ
ットを介して前記ＲＦ駆動型ベースプレートの前記上面に電気的に結合され、前記外側環
状ＲＦ電極が、第２の外側環状導電性ガスケットを介して前記ＲＦ駆動型ベースプレート
の前記上面に電気的に結合される、または
　（ｃ）前記セラミック材料層が、その上面の外周縁の周りに下側ステップを含み、前記
少なくとも１つのＲＦ電極が、前記ＥＳＣ電極の下方の内側ＲＦ電極と、前記下側ステッ
プの下にある外側環状ＲＦ電極とを備え、前記内側ＲＦ電極が、第１の環状導電性ガスケ
ットと複数の垂直な導電性ビアとを介して前記ＲＦ駆動型ベースプレートの前記上面に電
気的に結合され、前記外側環状ＲＦ電極が、第２の外側環状導電性ガスケットを介して前
記ＲＦ駆動型ベースプレートの前記上面に電気的に結合され、複数の垂直な導電性ビアが
、前記外側環状ＲＦ電極を前記内側ＲＦ電極に電気的に結合する、処理装置。
適用例４：
　適用例１の処理装置であって、
　（ａ）前記セラミック材料層が、複数の垂直な導電性ビアを含み、前記垂直な導電性ビ
アが、前記少なくとも１つのＲＦ電極を前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットに電
気的に接続し、前記複数の垂直な導電性ビアが、少なくとも１００個、少なくとも２００
個、少なくとも５００個、または少なくとも１０００個の垂直な導電性ビアを含む、また
は
　（ｂ）前記セラミック材料層が、複数の垂直な導電性ビアを含み、前記垂直な導電性ビ
アが、前記少なくとも１つのＲＦ電極を前記セラミック材料層の環状導電性ガスケット電
気接点に電気的に接続し、前記電気接点が、前記少なくとも１つの環状導電性ガスケット
と電気的に連絡し、前記複数の垂直な導電性ビアが、少なくとも１００個、少なくとも２
００個、少なくとも５００個、または少なくとも１０００個の垂直な導電性ビアを含む、
処理装置。
適用例５：
　適用例１の処理装置であって、
　前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットが、
　（ａ）円形または方形断面を有する、
　（ｂ）螺旋ガスケットである、
　（ｃ）前記セラミック材料層の外径に等しい外径を有する導電性材料のバンドによって
形成される、



(8) JP 2016-122829 A5 2018.11.15

　（ｄ）前記セラミック材料層の外径よりも約１０ｍｍ小さい外径を有する導電性材料の
バンドによって形成され、保護Ｏリングが、前記導電性材料のバンドを取り囲む、および
／または
　（ｅ）導電性エポキシ接着剤または導電性シリコーン接着剤から形成され、前記少なく
とも１つの環状導電性ガスケットが、前記ＲＦ駆動型ベースプレートを前記セラミック材
料層に接合する、処理装置。
適用例６：
　適用例１の処理装置であって、
　（ａ）前記静電チャックアセンブリが、前記半導体基板の下面に伝熱ガスを送給する前
記支持面にある少なくとも１つの出口と、前記少なくとも１つのガス経路に所望の圧力で
伝熱ガスを供給するように動作可能な伝熱ガス源に接続された前記セラミック材料層内の
少なくとも１つのガス経路とをさらに備える、
　（ｂ）前記接合層が、エラストマー材料によって形成される、
　（ｃ）前記静電チャックアセンブリが、リフトピンをさらに備え、前記リフトピンが、
前記静電チャックアセンブリの前記支持面上に前記半導体基板を下降させ、前記静電チャ
ックアセンブリの前記支持面から前記半導体基板を上昇させるように動作可能である、
　（ｄ）前記ＥＳＣ電極が、単極または双極ＥＳＣ電極である、
　（ｅ）前記セラミック材料層が、個別に制御可能な加熱器区域を形成するように動作可
能な複数の個別に制御される加熱器を含む、
　（ｆ）前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットが、セグメント化されたガスケット
を備える
　（ｇ）前記ＥＳＣ電極が、導電性材料のパターンを含む、
　（ｈ）前記少なくとも１つのＲＦ電極が、導電性材料のパターンを含む、
　（ｉ）前記セラミック材料層の下面が、少なくとも１つの円周方向に延びるチャネルを
含み、前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットそれぞれの上部が、前記少なくとも１
つのチャネルのそれぞれのチャネル内に配設される、および／または
　（ｊ）前記セラミック材料層の下面が、その外周縁の周りに延びる外周縁ステップを含
み、環状導電性ガスケットの上部が、前記外周縁ステップ内に配設される、処理装置。
適用例７：
　適用例１の処理装置であって、さらに、
　前記処理装置によって行われるプロセスを制御するように構成された制御システムと、
　前記処理装置の制御のためのプログラム命令を備える非一時的なコンピュータ機械可読
媒体と、を備える、処理装置。
適用例８：
　適用例１の処理装置であって、
　前記ＲＦ駆動型ベースプレートが、
　　前記セラミック材料層の前記支持面上に支持された半導体基板と前記ＲＦ駆動型ベー
スプレートとの間のアークを減少させるように適合された誘電体絶縁材料の上層を、上面
上に含む、および／または、
　　前記セラミック材料層の前記支持面上に支持された半導体基板と前記ＲＦ駆動型ベー
スプレートとの間のアークを減少するように適合された誘電体絶縁材料の外層を、外面上
に含む、処理装置。
適用例９：
　半導体基板処理装置の半導体基板処理チャンバで有用な静電チャックアセンブリであっ
て、
　静電クランプ（ＥＳＣ）電極、および前記ＥＳＣ電極の下方の少なくとも１つのＲＦ電
極を含むセラミック材料層と、
　温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートと、
　前記温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートの上面に沿って延びる少なくとも１つの環
状導電性ガスケットであって、前記温度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートを前記セラミ
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ック材料層に接合する接合層を通ってまたはその周囲に延び、前記温度制御式のＲＦ駆動
型ベースプレートの前記上面を前記少なくとも１つのＲＦ電極に電気的に結合する少なく
とも１つの環状導電性ガスケットと、を備え、
　前記セラミック材料層が、半導体基板処理中に半導体基板を静電クランプするように適
合された支持面を含む、静電チャックアセンブリ。
適用例１０：
　適用例９の静電チャックアセンブリであって、
　前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットが、外側環状導電性ガスケットと、前記外
側環状導電性ガスケットの半径方向内側に配設された内側環状導電性ガスケットと、を備
える、または、
　前記環状導電性ガスケットが、外側環状導電性ガスケットと、前記外側環状導電性ガス
ケットの半径方向内側に配設された内側環状導電性ガスケットと、前記外側環状導電性ガ
スケットと前記内側環状導電性ガスケットとの間に配設された１つまたは複数の中間環状
導電性ガスケットと、を備える、静電チャックアセンブリ。
適用例１１：
　適用例９の静電チャックアセンブリであって、
　（ａ）前記セラミック材料層が、その上面の外周縁の周りに下側ステップを含む、
　（ｂ）前記セラミック材料層が、その上面の外周縁の周りに下側ステップを含み、前記
少なくとも１つのＲＦ電極が、前記ＥＳＣ電極の下方の内側ＲＦ電極と、前記下側ステッ
プの下にある外側環状ＲＦ電極とを備え、前記内側ＲＦ電極が、第１の環状導電性ガスケ
ットを介して前記ＲＦ駆動型ベースプレートの前記上面に電気的に結合され、前記外側環
状ＲＦ電極が、第２の外側環状導電性ガスケットを介して前記ＲＦ駆動型ベースプレート
の前記上面に電気的に結合される、または
　（ｃ）前記セラミック材料層が、その上面の外周縁の周りに下側ステップを含み、前記
少なくとも１つのＲＦ電極が、前記ＥＳＣ電極の下方の内側ＲＦ電極と、前記下側ステッ
プの下にある外側環状ＲＦ電極とを備え、前記内側ＲＦ電極が、第１の環状導電性ガスケ
ットと複数の垂直な導電性ビアとを介して前記ＲＦ駆動型ベースプレートの前記上面に電
気的に結合され、前記外側環状ＲＦ電極が、第２の外側環状導電性ガスケットを介して前
記ＲＦ駆動型ベースプレートの前記上面に電気的に結合され、複数の垂直な導電性ビアが
、前記外側環状ＲＦ電極を前記内側ＲＦ電極に電気的に結合する、静電チャックアセンブ
リ。
適用例１２：
　適用例９の静電チャックアセンブリであって、
　（ａ）前記セラミック材料層が、複数の垂直な導電性ビアを含み、前記垂直な導電性ビ
アが、前記少なくとも１つのＲＦ電極を前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットに電
気的に接続し、前記複数の垂直な導電性ビアが、少なくとも１００個、少なくとも２００
個、少なくとも５００個、または少なくとも１０００個の垂直な導電性ビアを含む、また
は
　（ｂ）前記セラミック材料層が、複数の垂直な導電性ビアを含み、前記垂直な導電性ビ
アが、前記少なくとも１つのＲＦ電極を前記セラミック材料層の環状導電性ガスケット電
気接点に電気的に接続し、前記電気接点が、前記少なくとも１つの環状導電性ガスケット
と電気的に連絡し、前記複数の垂直な導電性ビアが、少なくとも１００個、少なくとも２
００個、少なくとも５００個、または少なくとも１０００個の垂直な導電性ビアを含む、
静電チャックアセンブリ。
適用例１３：
　適用例９の静電チャックアセンブリであって、
　前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットが、
　（ａ）円形または方形断面を有する、
　（ｂ）螺旋ガスケットである、
　（ｃ）前記セラミック材料層の外径に等しい外径を有する導電性材料のバンドによって
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形成される、
　（ｄ）前記セラミック材料層の外径よりも約１０ｍｍ小さい外径を有する導電性材料の
バンドによって形成され、保護Ｏリングが、前記導電性材料のバンドを取り囲む、および
／または
　（ｅ）導電性エポキシ接着剤または導電性シリコーン接着剤から形成され、前記少なく
とも１つの環状導電性ガスケットが、前記ＲＦ駆動型ベースプレートを前記セラミック材
料層に接合する、静電チャックアセンブリ。
適用例１４：
　適用例９の静電チャックアセンブリであって、
　（ａ）前記静電チャックアセンブリが、前記半導体基板の下面に伝熱ガスを送給する前
記支持面にある少なくとも１つの出口と、前記少なくとも１つのガス経路に所望の圧力で
伝熱ガスを供給するように動作可能な伝熱ガス源に接続された前記セラミック材料層内の
少なくとも１つのガス経路とをさらに備える、
　（ｂ）前記接合層が、エラストマー材料によって形成される、
　（ｃ）前記静電チャックアセンブリが、リフトピンをさらに備え、前記リフトピンが、
前記静電チャックアセンブリの前記支持面上に前記半導体基板を下降させる、および前記
静電チャックアセンブリの前記支持面から前記半導体基板を上昇させるように動作可能で
ある、
　（ｄ）前記ＥＳＣ電極が、単極または双極ＥＳＣ電極である、
　（ｅ）前記セラミック材料層が、個別に制御可能な加熱器区域を形成するように動作可
能な複数の個別に制御される加熱器を含む、
　（ｆ）前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットが、セグメント化されたガスケット
を備える、
　（ｇ）前記ＥＳＣ電極が、導電性材料のパターンを含む、
　（ｈ）前記少なくとも１つのＲＦ電極が、導電性材料のパターンを含む、および／また
は
　（ｉ）前記セラミック材料層の下面が、少なくとも１つの円周方向に延びるチャネルを
含み、前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットそれぞれの上部が、前記少なくとも１
つのチャネルのそれぞれのチャネル内に配設される、および／または
　（ｊ）前記セラミック材料層の下面が、その外周縁の周りに延びる外周縁ステップを含
み、環状導電性ガスケットの上部が、前記外周縁ステップ内に配設される、静電チャック
アセンブリ。
適用例１５：
　適用例９の静電チャックアセンブリであって、
　前記ＲＦ駆動型ベースプレートが、
　　前記セラミック材料層の前記支持面上に支持された半導体基板と前記ＲＦ駆動型ベー
スプレートとの間のアークを減少するように適合された誘電体絶縁材料の上層を上面上に
含み、および／または
　　前記セラミック材料層の前記支持面上に支持された半導体基板と前記ＲＦ駆動型ベー
スプレートとの間のアークを減少するように適合された誘電体絶縁材料の外層を外面上に
含む、静電チャックアセンブリ。
適用例１６：
　適用例１の半導体基板処理装置において半導体基板を処理するための方法であって、
　前記静電チャックアセンブリの前記支持面上に半導体基板を支持することと、
　前記プロセスガスを前記プロセスガス源から前記処理チャンバ内に供給することと、
　前記処理チャンバ内で前記プロセスガスをプラズマ状態に励起することと、
　前記処理チャンバ内で前記半導体基板を処理することであって、前記ＲＦ駆動型ベース
アセンブリから前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットを通して前記少なくとも１つ
のＲＦ電極に、ＲＦ電力が均一に供給される、処理と
を含む方法。
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適用例１７：
　適用例１６の方法であって、
　前記処理が、前記半導体基板をプラズマエッチングすること、または前記半導体基板上
で堆積プロセスを行うことを含む、方法。
適用例１８：
　静電チャックアセンブリを形成する方法であって、
　静電クランプ（ＥＳＣ）電極および少なくとも１つのＲＦ電極を間に挟んで未焼成セラ
ミック材料層を配置し、前記未焼成セラミック材料層を焼成して、セラミック材料層を形
成することによって、前記上側ＥＳＣ電極および前記少なくとも１つのＲＦ電極が中に埋
め込まれた前記セラミック材料層を形成することと、
　少なくとも１つの環状導電性ガスケットが接合層を通って電気的に延び、前記ＲＦ駆動
型ベースプレートの上面を前記少なくとも１つのＲＦ電極に電気的に結合するように、温
度制御式のＲＦ駆動型ベースプレートの上面に前記セラミック材料層を接合することと、
を含む方法。
適用例１９：
　適用例１８の方法であって、
　焼成前に前記未焼成セラミック材料層に穴を開けて、前記開けられた穴に金属ペースト
を充填して、前記少なくとも１つのＲＦ電極を前記少なくとも１つの環状導電性ガスケッ
トに電気的に接続するように適合された複数の垂直な導電性ビアを形成すること；または
、
　焼成前に前記未焼成セラミック材料層に穴を開けて、前記開けられた穴に金属ペースト
を充填して、複数の垂直な導電性ビアを形成し、前記垂直な導電性ビアの端部に環状電気
接点を形成し、前記垂直な導電性ビアおよび前記環状電気接点が、前記少なくとも１つの
ＲＦ電極を前記少なくとも１つの環状導電性ガスケットに電気的に接続するように適合さ
れること、を含む、方法。
適用例２０：
　適用例１８の方法であって、
　前記ＲＦ駆動型ベースプレートの上面および／または外面に誘電体絶縁層をコーティン
グすることを含み、前記環状導電性ガスケットに電気的に接続するように適合された前記
ＲＦ駆動型ベースプレートの前記上面の領域がコーティングされない、方法。
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